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SOITEC ANNONCE LA PRODUCTION EN VOLUME DE SON NOUV EAU SUBSTRAT eSI™
POUR LES SMARTPHONES 4G/LTE-ADVANCED

Ce nouveau produit permet la fabrication de circuis RF de haute performance a un colt compétitif

Bernin (Grenoble), France, le 3 Décembre, 204Soitec (Euronext), un leader mondial dans la
génération et la production de matériaux semi-coreduis d'extrémes performances pour I'électronéque
I'énergie, annonce aujourd'hui la mise en prododtidustrielle de son nouveau subsEahanced Signal
Integrity™ (eSl) permettant la fabrication de circuits ddofidquence (RF) & haute performance et a un
co(t compétitif. Innovants, basés sur la technel@ynart Cut ™, les produits eS| de Soitec sont les
premiers substrats utilisant un matériau de typap«tich» a étre mis en production. lls sont déjiséas

par les principales fonderies RF et ont été adaqm#sne substrats privilégiés pour les applications
informatiques mobiles et communication 4G/LTE.

Ces substrats, sur lesquels les circuits sontdaési, ont un impact significatif sur la performades
produits finaux. Les substrats eS| de Soitec sbigrus en introduisant un matériau innovant (couche
« trap-rich ») entre la couche hautement résigtilR®) du substrat support et I'oxyde enterré. Cetigche
limite la conduction parasite de surface préseats de HR-SOI standard, améliorant les performadess
circuits RF, et comme elle est intégrée dans lstsa) le nombre d'étapes nécessaires au procédé de
fabrication est réduit et les regles de dessin assuplies, d’ou une diminution du colt de praduoét
la possibilité d'atteindre pour une méme fonctias guces de taille réduite. Les concepteurs deaitsrc
RF peuvent donc intégrer des fonctions diversésstgue les commutateurs, les amplificateurs de
puissance et des tuners d'antenne. Le substridge3lpporte une excellente isolation RF, une éaigrte
d'insertion, une meilleure conductivité thermiquieree meilleure intégrité de signal par rapport auttes
technologies.*

«Notre produit eS| breveté, développé et optimiséaaus des derniéres années est désormais qualifié
par plusieurs de nos clients clés et produit emn@ pour une utilisation dans les téléphones pbetab
disponibles aujourd’hui sur le marché»déclaré Bernard Aspar, senior vice-présideniretteur général
de la business unit Communication & Power de Soitém temps que pionnier de l'innovation dans les
substrats RF, nous sommes trés heureux d’apponetechnologie qui permet aux leaders du marché
d'accéder a une solution RF a prix compétitif, sddant aux exigences strictes des réseaux 4G/LTE.»

Le nouveau produit eSl fait partie de la famillepdleduits Wave SOl ™ de Soitec, et il compléte la
gamme de produits SOI haute résistivité (HR) dmlaété. Ces substrats HR-SOI sont déja utilisés
aujourd’hui dans la plupart des smartphones, faibanx les substrats innovants privilégiés posr le
commutateurs. Alors que le substrat HR-SOI standsrdapable de répondre aux exigences 2G et 8G, le
substrats eSl atteignent une linéarité et unetisaldeaucoup plus élevées, permettant aux conasptie
circuits de répondre aux besoins les plus poussd&d TE, a un colt compétitif.

* Le substrat eSI montre des pertes RF en-dessoQsl8 dB / mm a 2 GHz, une amélioration du second
harmonique de plus de 20 dB et du couplage de 20 HB&BHz par rapport au HR-SOI standard. (Données
de I'Université catholique de Louvain (UCL) en Belg)



A propos de Soitec Soitec (Euronext Paris) est une entreprise indiligiinternationale dont le coeur de
meétier est la génération et la production de mat&rsemi-conducteurs d’extrémes performances. Ses
produits, des substrats pour circuits intégrésafnatent a base de SOI - Silicium On Insulator) et de
systémes photovoltaiques a concentration (CPV}esbsiologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxitopnun leader mondial. Soitec reléve les défis de
performance et d'efficacité énergétique pour ungdaalette d’'applications destinées aux marchés de
l'informatique, des télécommunications, de I'éledigque automobile, de I'éclairage et des centrales
solaires a forte capacité. Soitec a aujourd’huiigsantations industrielles et des centres de RfiD
France, a Singapour, en Allemagne et aux Etats-Das informations complémentaires sont disponibles

sur le site Internetww.soitec.com
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